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1.研究背景 

擬三角格子系 AV13O18 (A=Ba, Sr)は，三角格子か

ら V の三角形が規則的に抜けた構造をとる物質であ

る。この物質の多結晶の物性はすでに報告されてお

り，SrV13O18 では Ttr=270K おいて四量体から三量

体へ構造相転移を起こし，BaV13O18では TCO=200K

において電荷整列を起こすことが知られている[1]。

また，Ba の一部を Sr で置き換えた Ba1-xSrxV13O18

についても，多結晶体の物性の報告があり，電荷整

列相と三量体相の競合があることがわかっている(図

1)[2]。本研究では Ba1-xSrxV13O18 の物性の詳細を明

らかにするために，単結晶試料を作製し，その物性

測定を行った。 

 

2.実験方法 

 試料の作製方法としては，まず原料 Ba2V2O7, 

Sr2V2O7, V2O3, Vを化学量論比で混合し，Ar+H2 7%

ガス還元雰囲気中，融点直下で固相反応により多結

晶試料を作製した。その後 FZ法により単結晶試料を

作製。作製条件は，結晶の育成速度を 6.0mm/h，シ

ャフトの回転速度を 9rpmとした。六方晶系の軸を背

面ラウエ法により決定し，電気抵抗率および磁化率

測定を行った。 

 

3.実験結果及び考察 

 x=0.1の電気抵抗率の結果を図 2に示す。多結晶の

場合と同様に Tco=185K と Ttr=75K でそれぞれ異常

が見られた。Tcoでの異常は電荷整列，Ttrでの異常は

三量体転移によるものと考えられる。Tcoでは多結晶

の場合と同様に抵抗率の上昇が見られたが，Ttr では

c 軸方向の抵抗率が増大し，a 軸方向の抵抗率が減少

することがわかった。また，同じ試料の磁化率の結

果を図 3に示す。Tco=195Kで磁化率が減少した後，

増加に転じ，Ttr=90Kで磁化率が大きく減少した。軸

による異方性はほとんど見られなかった。Ttr におけ

る磁化率の減少は，多結晶の場合よりも大きい。こ

の原因としては，今回作製した単結晶試料において

は，欠損が少なく，結晶性が良かったことが考えら

れる。この実験結果は，Ttr 以下でスピン一重項を形

成するという解釈[2]を強く支持するものである。 
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図 1  Ba1-xSrxV13O18の電子相図 

図 2  Ba0.9Sr0.1V13O18の抵抗率 

 

図 3  Ba0.9Sr0.1V13O18の磁化率 

 


